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[研究背景] 

β-Ga2O3は、バンドギャップが大きく、融液

成長法により比較的な大型の単結晶基板を作

成できる事から、次世代パワーデバイス材料と

して期待されている。また、ホモエピタキシャ

ル β-Ga2O3薄膜をチャネルとした MOSFET に

おいて優れた特性も報告されている[1]。 

一方、デバイスプロセスを考えると、ポスト

アニール処理は、β-Ga2O3薄膜内のドーパント

活性化に対して有用な技術と言える。 

本研究では、Siをドープした β-Ga2O3薄膜を

c面サファイア基板上に堆積させ、結晶性評価

及び電気特性評価を行った。また、ドーパント

Siの活性化に着目し、ポストアニール処理とし

て RTA法を用いた Ga2O3薄膜中の Siの活性化

プロセスを調査した。 

 [実験方法] 

c 面サファイア基板上に β-Ga2O3 薄膜を

Pulsed Laser Deposition(PLD)法を用いて堆積さ

せた。続いて、RTAを用いて活性化アニールを

行った。その後、PLD 法を用いて Pt/Tiを電極

として堆積した。 

試料の結晶性評価には XRD(SmartLab, 

Rigaku)、電気特性評価に半導体パラメータア

ナライザ(HP4156A)を用いた。また、導電率に

対するアレニウスプロットから、Ga2O3薄膜中

の Siに対する活性化エネルギーを導出した。 

[実験結果および考察] 

図 1 にアニール前後の β-Ga2O3薄膜の XRD

パターンを示す。c 面サファイア基板上に β-

Ga2O3 が(2̅01)配向でヘテロエピタキシャル成

長したことを確認した。また、アニールによる

β-Ga2O3の結晶性の劣化は確認されなかった。 

図 2 にアニール温度と活性化エネルギーの

関係を示す。100℃以上でのアニールにより、

β-Ga2O3 薄膜中の Si が活性化することを確認

した。以上の結果から、RTA 法を用いることに

より、100℃に近い比較的低温での Si活性化プ

ロセスの実現が期待できる。 

 
図 1 アニール前後における β-Ga2O3の XRD 

 パターン(a：ワイドスキャン b：(𝟐̅𝟎𝟏)付近) 

 

図 2 アニール温度と活性化エネルギーの関係 
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